
CEMIA 团体标准《厚膜集成电路用银钯导体浆料规范》 

编制说明 

1  工作简况 

本团体标准的制定任务来源为中国电子材料行业协会标准化部《2022年度

CEMIA第一批团体标准制订计划》，计划编号为CEMIA2022-1-001。本标准由中国

电子材料行业协会提出并归口，由西安宏星电子浆料科技股份有限公司牵头起

草，定于2022年12月前完成。标准参与起草单位还有：中国电子科技集团第四十

三研究所、中国兵器工业集团214所、青岛航天半导体研究所有限公司。 

2021年11月-2021年12月，公司组织相关人员开始收集调研国内外相关技术

资料进行对比分析，制订了标准草案。 

2021年12月7日，召开了标准启动会。与会专家在听取了立项汇报后，就相

关问题进行了质询和充分的讨论。一致认为：该标准从市场需求和产业实际出发，

对规范厚膜集成电路用银钯导体浆料生产、检验和使用，促进贸易和交流，推动

产业技术进步有实际意义。提出的立项申请满足团体标准立项的要求。建议：在

立项报告中补充完善标准的必要性论证。 

根据与会专家建议，公司组织技术人员对厚膜集成电路用银钯导体浆料的应

用背景，进行了进一步的数据调研、分析。经标准化评审后，修改了编制说明，

增加了本标准的编制依据。 

2022年2月14日，收到行业协会发布的《关于下达2022年度CEMIA 第一批团

体标准制修订计划的通知》。 

2022年2月-2022年4月，公司完成标准讨论稿并进行内部讨论，按要求上报

行业协会标准化部标准工作组备案及工作计划表。经内部讨论后形成征求意见

稿。 

2022年4月20日我司将《厚膜集成电路用银钯导体浆料规范》的征求意见稿、

编制说明和中国电子材料行业协会关于《厚膜集成电路用银钯导体浆料规范》团

体标准征求意见的函发给以下十家用户、同行及相关研究院所的业内专家征求意

见，并于5月23日将汇总的意见以及行业协会提出的意见修订到标准中，形成公



开征求意见稿。 

表1 定向征求意见单位及专家 

定向

征求

意见

单位 

姓名 单位 意见回复情况 

任英哲 西安微电子技术研究所（航天 771 所） 无意见 

贾少雄 中国电子科技集团公司第二研究所 无意见 

杨晓平 广东风华高新科技股份有限公司 无意见 

吴亚光 中国电子科技集团公司第十三研究所 无意见 

王保德 西安创联光电新材料有限公司 无意见 

刘卓峰 中国人民解放军国防科技大学 无意见 

刘振国 西安工业大学柔性电子研究院 无意见 

李萌 陕西华经微电子有限公司 四项建议已采纳 

张虎 合肥圣达电子科技实业有限公司 无意见 

陈仁政 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 三项建议已采纳 

2  标准编制原则和确定标准主要内容 

本标准编制原则是按照现阶段以及之后一段时间，对厚膜集成电路用银钯导

体浆料的产品要求与同行以及上下游用户进行沟通协商，确定产品标准的技术指

标、参数。试验方法与检测规则参照GJB 548B-2005《微电子器件试验方法和程

序》、GB/T 17473.6-2008《微电子技术用贵金属浆料测试方法  分辨率测定》、

GB/T 17473.7-2008《微电子技术用贵金属浆料测试方法  可焊性、耐焊性测定》

和SJ/T 11512-2015《集成电路用电子浆料性能试验方法》规定进行。 

表 2 厚膜集成电路用银钯导体浆料的特性 

产品种类 Ag/Pd 浆料外观 
浆料细度 

μm 

浆料黏度  

Pa·s 

固体含量 

% 

99/1-60/40 均一、无沉淀 ≤10.0 150～400 75～85 

注1：黏度在25℃±1℃、14#转子、转速10r/min条件下测得； 

注 2：黏度范围内的具体数值由供需双方协商确 

 

 

 

 



表 3 厚膜集成电路用银钯导体浆料的烧结膜特性 

烧结膜特性 

产品种类 Ag/Pd 

99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

烧结膜外观 平整、致密 

烧结膜厚 

μm 
8～15 

方 阻 

mΩ/□@12μm 
≤5 ≤5 ≤8 ≤12 ≤14 ≤16 ≤20 ≤30 ≤40 ≤45 

细线分辨率 

150μm/150μm 
≤10% 

可焊性 

% 
＞95 

抗焊料侵蚀 

（次） 
≥2 ≥2 ≥3 ≥3 ≥5 ≥6 ≥6 ≥6 ≥8 ≥8 

引线附

着力

（2mm×

2mm） 

N 

初始附着力         ≥40 

老化附着力 

（150℃，48h/1000h） 
≥20 

温度循环 

（50 次、1000 次） 
≥20 

热冲击 

（50 次、1000 次） 
≥20 

芯片剪

切强度 

（2mm×

2mm） 

N 

初始剪切强度 ≥48 

老化剪切强度 

（150℃，48h、1000h） 
≥25 

温循剪切强度 

（50 次、1000 次） 
≥25 

热冲击剪切强度 

（50 次、1000 次）          
≥25 

3  主要试验，技术经济论证，预期的经济效果 

近年来，国内电子浆料企业开始涉足高端厚膜电路领域，打破了高端、高

性能厚膜集成电路用银钯导体浆料被国外企业垄断的局面。但是，国内厚膜电

路中对银钯导体浆料尚无明确的统一标准，国内现行厚膜用银钯电子浆料测试

方法只有一项（见 YS/T 614-2020《银钯厚膜导体浆料》），且该标准涉及的测

试性能指标较少，已不能满足现阶段厚膜电子浆料发展使用要求。 

由于对银钯导体浆料缺乏权威的检测方法和评判标准，当出现产品质量和



技术性能问题时，只能由浆料企业单方面进行认定。因此，给电子材料产业链

上下游的生产企业带来诸多不便。为解决上述问题，有必要制订相关详细标

准，从而进一步规范银钯导体浆料产品的技术要求，推进的电子材料产业链不

断完善和发展。 

3.1  标准主要内容及试验 

本标准借鉴了厚膜集成电路用银钯导体浆料用户考查产品特性的检测方

法，将其常用的检测指标以及考查产品长期可靠性的方法，作为检验项目，并对

测量程序、检测方法、判断标准及测量环境进行规定。本详细规范中包含的基

本测试项目：浆料外观、浆料细度、浆料黏度、固体含量、烧结膜厚、方阻、细

线分辨率、可焊性（焊料浸润性）、耐焊料侵蚀、引线附着力（初始附着力、老

化附着力、温度循环、热冲击）、芯片剪切强度（初始剪切强度、老化剪切强度、

温度循环、热冲击）等，这些性能可以综合反应出厚膜集成电路用银钯导体浆料

产品质量特性与长期稳定性，对于判定厚膜集成电路用银钯导体浆料的质量水

平，具有重要指导意义。 

以下抽取不同银钯比例的银钯导体浆料产品进行测试： 

3.1.1  浆料细度 

采用量程 0～25μm，读数精度 1μm 刮板细度计进行测试，数据如下： 

表 4  厚膜集成电路用银钯导体浆料细度测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

细度值 

μm 

9 7 5 9 9 7 9 5 9 7 

9 5 5 7 9 9 5 7 7 7 

5 9 5 9 5 7 9 8 5 5 

7 9 9 7 8 8 7 7 7 7 

8 5 5 7 7 8 8 8 7 8 

9 8 7 9 5 9 7 9 5 9 

5 5 5 9 5 7 9 5 9 5 

5 9 9 5 7 5 9 5 9 9 

9 5 8 9 9 5 9 7 9 9 

7 9 8 5 9 9 5 9 8 7 



最小值 

μm 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

最大值 

μm 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

平均值 

μm 
7.3 7.1 6.6 7.6 7.3 7.4 7.7 7 7.5 7.3 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，细度值数据全部满足标准要求范

围。 

3.1.2  浆料黏度 

表 5  厚膜集成电路用银钯导体浆料黏度测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

黏度 

pa·s 

200 250 260 280 260 345 350 350 345 350 

190 240 250 270 260 350 350 345 350 345 

190 245 240 280 265 340 345 345 350 340 

200 255 250 275 245 345 350 345 350 340 

200 250 260 265 255 350 340 350 345 340 

190 250 260 275 260 350 340 340 345 340 

210 260 240 265 255 345 345 340 340 345 

200 255 250 280 260 345 350 340 350 345 

205 250 255 270 260 340 340 345 350 350 

195 240 245 280 255 350 345 350 345 350 

最小值 

pa·s 
190 240 240 265 245 340 340 340 340 340 

最大值 

pa·s 
210 260 260 280 260 350 350 350 350 350 

平均值 

pa·s 
198 249.5 251 274 257.5 346 345.5 345 347 344.5 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，黏度值数据全部满足标准要求范

围。 

3.1.3  固体含量 

表 6  厚膜集成电路用银钯导体浆料固体含量测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

固体 

含量 

% 

82.12 82.45 82.54 82.73  82.23  83.06  83.01  83.07  83.12  83.11  

82.15 82.43 82.57 82.78  82.28  83.10  83.06  83.12  83.17  83.15  

82.21 82.41 82.62 82.83  82.33  83.15  83.11  83.17  83.22  83.20  



表 6（续） 

固体 

含量 

% 

82.15 82.36 82.64 82.85  82.35  83.17  83.13  83.19  83.24  83.22  

82.23 82.35 82.59 82.80  82.30  83.12  83.08  83.14  83.19  83.17  

82.09 82.37 82.64 82.85  82.35  83.17  83.13  83.19  83.24  83.22  

82.19 82.47 82.55 82.76  82.26  83.08  83.04  83.10  83.15  83.13  

82.24 82.41 82.53 82.74  82.24  83.06  83.02  83.08  83.13  83.11  

82.16 82.40  82.67 82.88  82.38  83.20  83.16  83.22  83.27  83.25  

82.05 82.37 82.61 82.82  82.32  83.14  83.10  83.16  83.21  83.19  

最小值 

% 
82.05 82.35 82.53 82.73  82.23  83.06  83.01  83.07  83.12  83.11  

最大值 

% 
82.24 82.47 82.67 82.88  82.38  83.20  83.16  83.22  83.27  83.25  

平均值 

% 
82.16  82.40  82.60  82.80  82.30  83.13  83.09  83.14  83.19  83.18  

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，固体含量数据全部满足标准要求

范围。 

3.1.4  方阻 

表 7  厚膜集成电路用银钯导体浆料方阻测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

方阻 

mΩ/□@12

μm 

2.81 3.02  7.85  6.02  12.65  13.28  11.14  11.92  17.89  26.83  

2.79 3.00  7.80  5.98  12.56  13.19  11.07  11.84  17.76  26.64  

2.75 2.96  7.69  5.90  12.38  13.00  10.91  11.67  17.50  26.26  

2.76 2.97  7.71  5.92  12.43  13.05  10.95  11.71  17.57  26.35  

2.83 3.04  7.91  6.07  12.74  13.38  11.22  12.01  18.01  27.02  

2.85 3.06  7.97  6.11  12.83  13.47  11.30  12.09  18.14  27.21  

2.89 3.11  8.08  6.20  13.01  13.66  11.46  12.26  18.40  27.59  

2.85 3.06  7.97  6.11  12.83  13.47  11.30  12.09  18.14  27.21  

2.71 2.91  7.57  5.81  12.20  12.81  10.75  11.50  17.25  25.88  

2.83  3.04  7.91  6.07  12.74  13.38  11.22  12.01  18.01  27.02  

最小值 

mΩ/□ 
2.71 2.91 7.57 5.81 12.2 12.81 10.75 11.5 17.25 25.88 

最大值 

mΩ/□ 
2.89 3.11 8.08 6.2 13.01 13.66 11.46 12.26 18.4 27.59 

平均值 

mΩ/□ 
2.81 3.02 7.85 6.02 12.64 13.27 11.13 11.91 17.87 26.80 



每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，方阻数据全部满足标准要求范

围。 

3.1.5  细线分辨率 

将测试样品用放大倍数 25X 以上读数显微镜（读数精度为 1µm），测量 10

组 150µm/150µm 细线线宽，计算每个检验样品的线宽与标准线宽/线间距（150µm 

/150µm）差值。 

表 8  厚膜集成电路用银钯导体浆料细线分辨率-线宽测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

细线分辨率-

线宽测试

150μm 

155 157 158 160 161 154 157 154 160 156 

153 154 156 156 158 156 161 156 161 158 

155 156 156 157 161 155 162 155 157 157 

157 158 155 158 158 156 155 156 158 159 

155 155 157 155 157 157 158 157 156 157 

160 153 158 154 156 156 157 158 155 158 

157 159 156 158 157 158 159 155 157 159 

156 160 155 157 158 155 161 159 158 157 

154 161 154 156 155 156 160 158 157 158 

158 154 156 155 154 154 155 156 159 161 

最小值 

μm 
153 153 154 154 154 154 155 154 155 156 

最大值 

μm 
160 161 158 160 161 158 162 159 161 161 

平均值 

μm 
156 157 156 157 158 156 159 156 158 158 

表 9  厚膜集成电路用银钯导体浆料细线分辨率-线间距测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

细线分辨率

-线间距 

150μm 

145 143 142 140 139 146 143 146 140 144 

147 146 144 144 142 144 139 144 139 142 

145 144 144 143 139 145 138 145 143 143 

143 142 145 142 142 144 145 144 142 141 

145 145 143 145 143 143 142 143 144 143 

140 147 142 146 144 144 143 142 145 142 



表 9  （续） 

细线分辨率

-线间距 

150μm 

143 141 144 142 143 142 141 145 143 141 

144 140 145 143 142 145 139 141 142 143 

146 139 146 144 145 144 140 142 143 142 

142 146 144 145 146 146 145 144 141 139 

最小值 

μm 
140 139 142 140 139 142 138 141 139 139 

最大值 

μm 
147 147 146 146 146 146 145 146 145 144 

平均值 

μm 
144 143 144 143 143 144 142 144 142 142 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，细线分辨率测试线宽、线间距数

据全部满足标准要求范围。 

3.1.6  可焊性 

表 10 厚膜集成电路用银钯导体浆料可焊性测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

可焊性 

% 

98 99 98 97 97 97 96 96 95 96 

99 98 99 98 98 96 97 96 96 95 

98 98 98 98 97 98 97 97 96 95 

99 99 99 98 97 97 97 96 96 96 

98 99 98 98 97 97 97 97 96 95 

98 99 98 98 98 97 96 96 96 96 

100 98 98 97 97 97 97 97 95 95 

100 98 99 98 98 96 96 96 96 96 

100 98 98 98 97 97 96 97 95 95 

99 99 99 97 98 96 97 96 96 95 

最小值 

% 
98 98 98 97 97 96 96 96 95 95 

最大值 

% 
100 99 99 98 98 98 97 97 96 96 

平均值 

% 
99 99 98 98 98 97 97 96 96 95 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，可焊性数据全部满足标准要求范

围。 

3.1.7  抗焊料侵蚀 



表 11  厚膜集成电路用银钯导体浆料抗焊料侵蚀测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

抗焊料侵

蚀 

次 

2 2 3 3 5 6 6 6 8 8 

2 3 3 3 5 6 7 7 8 9 

3 3 4 4 6 6 7 7 8 9 

3 3 4 4 6 7 7 7 9 9 

2 2 3 4 5 7 6 6 9 9 

2 2 4 4 6 6 7 6 8 9 

3 2 4 4 5 7 6 7 9 9 

2 3 3 4 6 6 7 6 9 8 

3 3 4 4 6 7 7 7 8 8 

2 3 4 3 5 6 6 7 9 9 

最小值 

次 
2 2 3 3 5 6 6 6 8 8 

最大值 

次 
3 3 4 4 6 7 7 7 9 9 

平均值 

次 
2.4 2.6 3.6 3.7 5.5 6.4 6.6 6.6 8.5 8.7 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，抗焊料侵蚀数据全部满足标准要

求范围。 

3.1.8  引线附着力 

3.1.8.1  初始附着力 

表 12  厚膜集成电路用银钯导体浆料引线初始附着力测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

初始附着

力 

N 

65.21 57.38  61.69  43.18  61.25  52.43  52.06  46.86  40.76  44.42 

64.34 56.62  60.87  42.61  60.30  51.62  51.26  46.13  40.13  43.81 

62.04 54.60  58.69  41.08  67.79  58.03  57.62  51.86  45.12  43.63 

60.25 53.02  57.00  41.23  68.03  58.23  57.83  52.04  45.28  43.78 

67.68 59.56  64.03  44.82  63.95  54.74  54.36  48.92  42.56  41.16 

59.54 52.40  56.32  41.26  68.08  58.28  57.87  52.08  45.31  43.81 

58.96 51.88  55.78  40.04  66.07  56.55  56.16  50.54  43.97  42.52 

60.36 53.12  57.10  45.32  64.78  55.45  55.06  49.56  43.11  41.69 

61.22 53.87  57.91  40.54  66.89  57.26  56.86  51.17  44.52  43.05 

60.00  52.80  56.76  40.73  67.20  57.53  57.12  51.41  44.73  43.25 



表 12  （续） 

最小值 

N 
58.96 51.88  55.78  40.04  60.30  51.62  51.26  46.13  40.13  41.16 

最大值 

N 
67.68 59.56  64.03  45.32  68.08  58.28  57.87  52.08  45.31  44.42 

平均值 

N 
61.96  54.52  58.61  42.08  65.43  56.01  55.62  50.06  43.55  43.11 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，初始附着力数据全部满足标准要

求范围。 

3.1.8.2  老化附着力 

按照 150℃，48h，对银钯导体浆料引线进行老化附着力测试。 

表 13  厚膜集成电路用银钯导体浆料 48h 引线老化附着力测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

老化附

着力 

N 

50.24 37.68  33.91  28.83  35.61  32.40  38.88  33.05  28.09  27.39  

48.36 36.27  32.64  27.75  34.28  31.19  37.43  31.81  27.04  26.37  

47.62 35.72  32.14  27.32  33.75  30.71  36.86  31.33  26.63  25.96  

45.33 34.00  30.60  26.01  32.13  29.24  35.08  29.82  25.35  24.71  

45.84 34.38  30.94  26.30  32.49  29.57  35.48  30.16  25.63  24.99  

44.05 33.04  29.73  25.27  31.22  28.41  34.09  28.98  24.63  24.02  

44.16 33.12  29.81  25.34  31.30  28.48  34.18  29.05  24.69  24.08  

43.21 32.41  29.17  24.79  30.63  27.87  33.44  28.43  24.16  23.56  

45.65 34.24  30.81  26.19  32.35  29.44  35.33  30.03  25.53  24.89  

46.37  34.78  31.30  26.60  32.86  29.91  35.89  30.51  25.93  25.28  

最小值 

N 
43.21 32.41  29.17  24.79  30.63  27.87  33.44  28.43  24.16  23.56  

最大值 

N 
50.24 37.68  33.91  28.83  35.61  32.40  38.88  33.05  28.09  27.39  

平均值 

N 
46.08  34.56  31.11  26.44  32.66  29.72  35.67  30.32  25.77  25.12  

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，老化附着力数据全部满足标准要

求范围。 

3.1.8.3  温度循环 

按照-65℃/150℃，50 次循环，对银钯导体浆料焊接引线进行温度循序测试。 

 



表 14  厚膜集成电路用银钯导体浆料引线附着力温度循环测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

温度循

环 

N 

47.73  35.80  32.22  27.38  33.83  30.78  36.94  31.40  26.69  26.02  

45.94  34.46  31.01  26.36  32.56  29.63  35.56  30.22  25.69  25.05  

45.24  33.93  30.54  25.96  32.06  29.18  35.01  29.76  25.30  24.66  

43.06  32.30  29.07  24.71  30.52  27.77  33.33  28.33  24.08  23.48  

43.55  32.66  29.39  24.99  30.86  28.09  33.70  28.65  24.35  23.74  

41.85  31.39  28.25  24.01  29.66  26.99  32.39  27.53  23.40  22.82  

41.95  31.46  28.32  24.07  29.73  27.06  32.47  27.60  23.46  22.87  

41.05  30.79  27.71  23.55  29.09  26.48  31.77  27.00  22.95  22.38  

43.37  32.53  29.27  24.88  30.74  27.97  33.56  28.53  24.25  23.64  

44.05  33.04  29.73  25.27  31.22  28.41  34.09  28.98  24.63  24.02  

最小值 

N 
41.05  30.79  27.71  23.55  29.09  26.48  31.77  27.00  22.95  22.38  

最大值 

N 
47.73  35.80  32.22  27.38  33.83  30.78  36.94  31.40  26.69  26.02  

平均值 

N 
43.78  32.83  29.55  25.12  31.03  28.24  33.88  28.80  24.48  23.87  

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，温度循环数据全部满足标准要求

范围。 

3.1.8.4  热冲击 

按照-65℃/150℃，50 次循环，对银钯导体浆料焊接引线进行热冲击测试。 

表 15  厚膜集成电路用银钯导体浆料引线附着力热冲击测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

热冲击

N 

41.52 31.14 28.03 23.82 29.43 26.78 32.14 27.32 23.22 22.64 

39.97 29.98 26.98 22.93 28.33 25.78 30.93 26.29 22.35 21.79 

39.36 29.52 26.57 22.58 27.89 25.38 30.46 25.89 22.01 21.46 

37.47 28.1 25.29 21.5 26.55 24.16 29 24.65 20.95 20.43 

37.89 28.42 25.57 21.74 26.85 24.44 29.32 24.92 21.19 20.66 

36.41 27.31 24.57 20.89 25.8 23.48 28.18 23.95 20.36 20.85 

36.5 27.37 24.64 20.94 25.87 23.54 28.25 24.01 20.41 20.9 

35.71 26.78 24.11 20.49 25.31 23.03 27.64 23.49 21.97 20.47 

37.73 28.3 25.47 21.65 26.74 24.33 29.2 24.82 21.1 20.57 

38.32 28.74 25.87 21.99 27.16 24.72 29.66 25.21 21.43 20.89 



表 15  （续） 

最小值 

N 
35.71 26.78 24.11 20.49 25.31 23.03 27.64 23.49 20.36 20.43 

最大值 

N 
41.52 31.14 28.03 23.82 29.43 26.78 32.14 27.32 23.22 22.64 

平均值 

N 
38.09 28.57 25.71 21.85 27.00 24.56 29.48 25.06 21.50 21.07 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，热冲击数据全部满足标准要求范

围。 

3.1.9  芯片剪切强度 

3.1.9.1  初始剪切强度 

表 16  厚膜集成电路用银钯导体浆料芯片剪切强度测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

芯片剪

切强度 

N 

58.13  58.42  61.34  58.28  58.98  64.87  58.39  57.22  58.36  61.28  

55.96  56.24  59.05  56.10  56.77  62.45  56.20  55.08  56.18  58.99  

55.10  55.38  58.15  55.24  55.90  61.49  55.34  54.24  55.32  58.09  

52.45  52.71  55.35  52.58  53.21  58.53  52.68  51.63  52.66  55.29  

53.04  53.31  55.97  53.17  53.81  59.19  53.27  52.21  53.25  55.91  

50.97  51.23  53.79  51.10  51.71  56.88  51.19  50.17  51.17  53.73  

51.10  51.35  53.92  51.22  51.84  57.02  51.32  50.29  51.30  53.87  

50.00  50.25  52.76  50.12  50.72  55.80  50.22  49.21  50.20  52.71  

52.82  53.09  55.74  52.95  53.59  58.95  53.05  51.99  53.03  55.68  

53.65  53.92  56.62  53.79  54.43  59.88  53.89  52.81  53.87  56.56  

最小值 

N 
50.00  50.25  52.76  50.12  50.72  55.80  50.22  49.21  50.20  52.71  

最大值 

N 
58.13  58.42  61.34  58.28  58.98  64.87  58.39  57.22  58.36  61.28  

平均值 

N 
53.32  53.59  56.27  53.46  54.10  59.51  53.56  52.48  53.53  56.21  

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，芯片剪切强度数据全部满足标准

要求范围。 

3.1.9.2  老化剪切强度 

按照 150℃，48h，对银钯导体浆料焊接芯片进行老化附着力测试。 

 



表 17  厚膜集成电路用银钯导体浆料芯片老化剪切强度测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

芯片老化

剪切强度

N 

32.07 32.21 33.67 32.14 32.49 35.44 32.19 31.61 32.18 33.64 

30.98 31.12 32.52 31.05 31.38 34.22 31.1 30.54 31.09 32.49 

30.55 30.69 32.07 30.62 30.95 33.75 30.67 30.12 30.66 32.04 

29.23 29.36 30.67 29.29 29.61 32.27 29.34 28.81 29.33 30.65 

29.52 29.65 30.99 29.59 29.91 32.6 29.64 29.1 29.63 30.96 

28.49 28.61 29.89 28.55 28.86 31.44 28.6 28.08 28.59 29.87 

28.55 28.68 29.96 28.61 28.92 31.51 28.66 28.15 28.65 29.93 

28 28.12 29.38 28.06 28.36 30.9 28.11 27.61 28.1 29.35 

29.41 29.54 30.87 29.48 29.79 32.47 29.53 29 29.52 30.84 

29.83 29.96 31.31 29.89 30.22 32.94 29.94 29.41 29.93 31.28 

最小值 

N 
28 28.12 29.38 28.06 28.36 30.9 28.11 27.61 28.1 29.35 

最大值 

N 
32.07 32.21 33.67 32.14 32.49 35.44 32.19 31.61 32.18 33.64 

平均值 

N 
29.66 29.79 31.13 29.73 30.05 32.75 29.78 29.24 29.77 31.11 

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，芯片老化剪切强度数据全部满足

标准要求范围。 

3.1.9.3  温度循环 

按照-65℃/150℃，50 次循环，对银钯导体浆料焊接芯片进行温度循序测试。 

表 18  厚膜集成电路用银钯导体浆料芯片温度循环剪切强度测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

芯片温

度循环

剪切强

度 

N 

30.52  30.67  32.21  30.60  30.96  34.06  30.65  30.04  30.64  32.17  

29.38  29.52  31.00  29.45  29.80  32.78  29.51  28.92  29.49  30.97  

28.93  29.07  30.53  29.00  29.35  32.28  29.05  28.47  29.04  30.50  

27.54  27.67  29.06  27.61  27.94  30.73  27.66  27.10  27.65  29.03  

27.85  27.99  29.39  27.92  28.25  31.08  27.97  27.41  27.96  29.36  

26.76  26.89  28.24  26.83  27.15  29.86  26.88  26.34  26.87  28.21  

26.83  26.96  28.31  26.89  27.22  29.94  26.94  26.40  26.93  28.28  

26.25  26.38  27.70  26.31  26.63  29.29  26.36  25.84  26.35  27.67  

27.73  27.87  29.26  27.80  28.13  30.95  27.85  27.30  27.84  29.23  

28.17  28.31  29.73  28.24  28.58  31.44  28.29  27.73  28.28  29.69  



表 18  （续） 

最小值 

N 
26.25  26.38  27.70  26.31  26.63  29.29  26.36  25.84  26.35  27.67  

最大值 

N 
30.52  30.67  32.21  30.60  30.96  34.06  30.65  30.04  30.64  32.17  

平均值

N 
27.99  28.13  29.54  28.06  28.40  31.24  28.12  27.55  28.11  29.51  

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，芯片温度循环剪切强度数据全部

满足标准要求范围。 

3.1.9.4  热冲击 

按照-65℃/150℃，50 次循环，对银钯导体浆料焊接引线进行热冲击测试。 

表 19  厚膜集成电路用银钯导体浆料芯片热冲击剪切强度测试 

品名 99/1 97/3 95/5 92/8 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 60/40 

芯片热

冲击剪

切强度

N 

30.85  31.00  32.55  30.92  31.29  34.42  30.98  30.36  30.97  32.52  

30.37  30.53  32.05  30.45  30.82  33.90  30.51  29.90  30.50  32.02  

28.91  29.06  30.51  28.99  29.33  32.27  29.04  28.46  29.03  30.48  

29.24  29.39  30.85  29.31  29.66  32.63  29.37  28.78  29.36  30.82  

28.10  28.24  29.65  28.17  28.51  31.36  28.22  27.66  28.21  29.62  

28.17  28.31  29.72  28.24  28.58  31.43  28.29  27.72  28.28  29.69  

27.56  27.70  29.08  27.63  27.96  30.76  27.68  27.13  27.67  29.05  

29.12  29.26  30.73  29.19  29.54  32.49  29.25  28.66  29.23  30.70  

29.58  29.73  31.21  29.65  30.01  33.01  29.71  29.11  29.69  31.18  

27.56  27.70  29.08  27.63  27.96  30.76  27.68  27.13  27.67  29.05  

最小值 

N 
27.56  27.70  29.08  27.63  27.96  30.76  27.68  27.13  27.67  29.05  

最大值 

N 
30.85  31.00  32.55  30.92  31.29  34.42  30.98  30.36  30.97  32.52  

平均值 

N 
28.95  29.09  30.54  29.02  29.37  32.30  29.07  28.49  29.06  30.51  

每组银钯导体浆料取 10 个样品进行测试，芯片热冲击剪切强度数据全部满

足标准要求范围。 

3.2  预期的经济效果 

银钯导体浆料作为厚膜混料集成电路的基础材料，相比纯银浆具有抗银离子

迁移能力强，在高温高湿工作环境中可靠性高的特点；相比于金浆、钯浆等高成



本导体浆料，具有成本低，可焊性好的特点，在厚膜集成电路中广泛应用。基于

厚膜集成电路上下游生产企业对厚膜集成电路用银钯导体浆料产品标准的需求，

我司联合中国电子科技集团公司第四十三研究所、中国兵器工业集团214所、青

岛航天半导体研究所有限公司编写本标准。 

该标准的颁布实施，将对我国厚膜集成电路用银钯导体浆料科研、生产、检

验提供技术指导，对规范市场，促进我国厚膜集成电路用银钯导体浆料产业发

展、质量提高发挥积极作用。 

4  采用国际标准或国外先进标准的目的、意义和一致性程度 

本规范未采用国际、国外相关标准。亦未涉及到专利等知识产权的情况。 

5  与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系 

本标准与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准不冲突。 

6  国外相关法律、法规和标准情况的说明 

不涉及。 

7  重大分歧意见的处理经过和依据。 

无重大分歧意见。 

8  标准作为强制性标准或推荐性标准、指导性技术文件的建议及其

理由；密级确定的建议及其理由 

本标准是产品标准，是作为产品制造、交货验收的依据，因此，建议该标

准将作为推荐性标准颁布实施。 

9  贯彻标准的要求和措施建议 

按照标准发布日期实施。 

10  设立标准实施过渡期的理由 

不涉及。 

11  废止现行相关标准的建议 

本标准是初次制定。 

 



2022 年 5 月 


